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(57)【要約】
【課題】有機発光層の寿命が短くなる点灯不良を防止す
ることができる有機発光表示装置及びその製造方法を提
供する。
【解決手段】本発明の一実施例に係る発光表示装置は、
複数の画素とコンタクトホールを備え、複数の画素の各
々は、ゲート電極、前記ゲート電極と重畳するアクティ
ブ層、前記アクティブ層の一側に接続したソース電極、
前記アクティブ層の他側に接続したドレイン電極を有す
るトランジスタ；第１電極、前記第１電極上に配置され
た発光層、前記発光層上に配置された第２電極を有する
発光素子を含み、前記コンタクトホールの少なくとも二
つの画素の第１電極が各ソース電極の側面または、各ド
レイン電極の側面に電気的に接続される。
【選択図】図４



(2) JP 2018-98185 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素とコンタクトホールを備え、
　複数の画素の各々は、
　ゲート電極、前記ゲート電極と重畳するアクティブ層、前記アクティブ層の一側に接続
したソース電極、前記アクティブ層の他側に接続したドレイン電極を有するトランジスタ
と、
　第１電極、前記第１電極上に配置された発光層、前記発光層上に配置された第２電極を
有する発光素子を含み、
　前記コンタクトホールで少なくとも二つの画素の第１電極が各ソース電極の側面または
各ドレイン電極の側面に電気的に接続することを特徴とする発光表示装置。
【請求項２】
　前記コンタクトホールが、前記各ソース電極又は前記各ドレイン電極の下部面を露出す
るためにアンダーカットされたことを特徴とする、請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項３】
　前記コンタクトホールが、第１幅で形成された入口、第２幅で形成された床面、及び前
記入口と前記床面の間に位置して第３幅で形成されたコンタクト領域を含み、前記第１電
極は、前記コンタクト領域において、前記各ソース電極又は前記各ドレイン電極に電気的
に接続し、前記第３幅は、前記第１幅と前記第２幅よりも小さいことを特徴とする、請求
項１に記載の発光表示装置。
【請求項４】
　前記コンタクトホールの前記床面に配置され、前記少なくとも二つの画素の前記第１電
極と切断されたダミー電極をさらに備える、請求項３に記載の発光表示装置。
【請求項５】
　前記ダミー電極が、前記第１電極と同一な物質からなることを特徴とする、請求項４に
記載の発光表示装置。
【請求項６】
　前記コンタクトホールの前記床面、前記コンタクト領域、及び前記入口に配置されたバ
ンクをさらに備える、請求項３に記載の発光表示装置。
【請求項７】
　前記コンタクトホールを部分的に満たすバンクをさらに備える、請求項１に記載の発光
表示装置。
【請求項８】
　前記第１電極と前記ソース電極と前記ドレイン電極の中で少なくともいずれか一つの間
に配置された第１平坦化膜をさらに備える、請求項７に記載の発光表示装置。
【請求項９】
　前記コンタクトホール内で前記第１平坦化膜上に配置されたダミー電極をさらに備える
、請求項８に記載の発光表示装置。
【請求項１０】
　前記ダミー電極が、前記コンタクトホールで層間絶縁膜の側面の第１部分に接し、前記
バンクは、前記コンタクトホールにおいて、前記ダミー電極と前記ソース電極又は前記ド
レイン電極の間に配置された前記層間絶縁膜の側面の第２部分に接することを特徴とする
、請求項９に記載の発光表示装置。
【請求項１１】
　前記トランジスタが、前記アクティブ層と前記ゲート電極の間に配置されたゲート絶縁
膜、前記ゲート電極と前記ソース電極の間と前記ゲート電極と前記ドレイン電極の間に配
置された層間絶縁膜、及び前記ソース電極及び前記ドレイン電極上に配置された第１平坦
化膜をさらに備え、
　前記コンタクトホールは、前記第１平坦化膜を貫通し、前記層間絶縁膜に部分的に延長
されたことを特徴とする、請求項１に記載の発光表示装置。
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【請求項１２】
　前記少なくとも二つの画素が、第１画素、第１方向に前記第１画素と隣接した第２画素
、前記第１方向と交差する第２方向に前記第１画素と隣接した第３画素、及び前記第１方
向に第３画素と隣接して前記第２方向に前記第２画素と隣接した第４画素を含むことを特
徴とする、請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも二つの画素が、第１画素、第１方向に前記第１画素と隣接した第２画素
、及び前記第１方向と交差する第２方向に前記第１画素または前記第２画素と隣接した第
３画素を含むことを特徴とする、請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項１４】
　複数の画素とコンタクトホールを備え、
　前記複数の画素の各々は、
　ゲート電極、ソース領域、およびドレイン領域を有するトランジスタと、
　前記ソース領域に接続したソース電極と、
　前記ドレイン領域に接続したドレイン電極と、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極のいずれか一つに接続した補助電極、および
　前記補助電極に接続した発光素子の第１電極とを含み、
　前記コンタクトホールにおいて、前記少なくとも二つの画素の第１電極は、それぞれの
前記補助電極の側面に電気的に接続することを特徴とする発光表示装置。
【請求項１５】
　前記コンタクトホールが、それぞれの前記補助電極の下部面を露出するアンダーカット
を含むことを特徴とする、請求項１４に記載の発光表示装置。
【請求項１６】
　前記複数の画素の各々が、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極上に配置された第１平坦化膜、および
　前記第１平坦化膜を貫通して前記ソース電極と前記ドレイン電極のいずれか一つの一部
を露出する補助コンタクトホールをさらに備え、
　前記補助電極は、前記補助コンタクトホールにおいて、前記ソース電極と前記ドレイン
電極のいずれか一つの露出した一部に接続することを特徴とする、請求項１４に記載の発
光表示装置。
【請求項１７】
　前記複数の画素の各々が、
　前記ソースおよびドレイン領域と前記ゲート電極の間に配置されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート電極と前記ソース電極の間と前記ゲート電極と前記ドレイン電極の間に配置
された層間絶縁膜、および
　前記補助コンタクトホールにおいて、前記補助電極上に配置された第２平坦化膜をさら
に備え、
　前記コンタクトホールは、前記第２平坦化層を貫通して前記第１平坦化膜に部分的に延
長されたことを特徴とする、請求項１６に記載の発光表示装置。
【請求項１８】
　前記コンタクトホールを部分的に満たすバンクをさらに備え、
　前記バンクは、非表示領域を形成することを特徴とする、請求項１４に記載の発光表示
装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも二つの画素は、第１画素、第１方向に前記第１画素と隣接した第２画素
、前記第１方向と交差する第２方向に前記第１画素に隣接した第３画素、及び前記第１方
向に第３画素と隣接して前記第２方向に前記第２画素と隣接した第４画素を含むことを特
徴とする、請求項１４に記載の発光表示装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも二つの画素が、第１画素、第１方向に前記第１画素と隣接した第２画素
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、及び前記第１方向と交差する第２方向に前記第１画素または前記第２画素と隣接した第
３画素を含むことを特徴とする、請求項１４に記載の発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光表示装置とその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　情報化社会が発展するにつれて、映像を表示するための表示装置への要求が様々な形で
高まっている。そのため、最近では液晶表示装置（LCD：Liquid Crystal Display）、プ
ラズマ表示装置（PDP：Plasma Display Panel）、発光表示装置（Light Emitting Displa
y）などの様々な表示装置が活用されている。発光表示装置には、有機発光素子を用いる
有機発光表示装置（Organic Light Emitting Display）とマイクロ発光ダイオード（micr
o light emitting diode）を含むマイクロ発光表示装置が含まれる。
【０００３】
　表示装置の中で、有機発光表示装置は、自己発光型であり、液晶表示装置（ＬＣＤ）に
比べて視野角、コントラスト比などに優れており、別個のバックライトを必要としないの
で軽量薄型が可能であり、消費電力において有利な長所がある。また、有機発光表示装置
は、直流低電圧駆動が可能であり、応答速度が速く、特に製造コストが安価であるという
長所がある。
【０００４】
　有機発光表示装置は、アノード電極、アノード電極を区画するバンク、およびアノード
電極上に形成される正孔輸送層（hole transporting layer）、有機発光層（organic lig
ht emitting layer）、および電子輸送層（electron transporting layer）、および電子
輸送層上に形成されるカソード電極を備える。ここで、アノード電極に高電位電圧が印加
され、カソード電極に低電位電圧が印加されると正孔と電子がそれぞれ正孔輸送層と電子
輸送層を通じて有機発光層に移動して、有機発光層で互いに結合して発光する。
【０００５】
　有機発光表示装置では、画素は、アノード電極、有機発光層、及びカソード電極が順次
に積層された各領域に形成される。バンクは、光を発光しない各非発光部に配置される。
つまり、バンクは画素を定義する画素定義膜としての役割をする。
【０００６】
　アノード電極は、コンタクトホールを通じて薄膜トランジスタのソースまたはドレイン
電極に接続されて薄膜トランジスタを通じて高電位電圧が印加される。有機発光層は、コ
ンタクトホールの段差により、コンタクトホール内で均一に蒸着され難いので、コンタク
トホールに形成されず、バンクによって覆われる。
【０００７】
　一方、最近では、有機発光表示装置を含むヘッドマウントディスプレイ（head mounted
 display）が開発されている。ヘッドマウントディスプレイ（Head Mounted Display、HM
D）は、眼鏡やヘルメットの形態で着用して、使用者の目前の近い距離に焦点が形成され
る仮想現実（Virtual Reality、VR）または拡張現実（Augmented Reality、AR）のモニタ
ー装置である。ヘッドマウントディスプレイとモバイル等に使用される小型の有機発光表
示装置は、高解像度を有するので、画素の大きさがますます小さくなっている。
【０００８】
　しかし、コンタクトホールは、フォト工程で形成され、フォト工程の限界によって所定
の大きさ以下に形成することができない。つまり、画素のサイズが小さくてなってもコン
タクトホールを小さくするには限界がある。特に、コンタクトホールは、非発光部に配置
されるので、画素の大きさが小さくなる場合、画素内の非発光部の面積の割合が高くなり
、発光部の面積の割合が低くなる。画素内で発光部の面積の割合が低くなる場合、発光部
の減少した割合を補償するために、発光部の輝度を高くしなければならない。これにより
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、有機発光層の寿命が短くなる。
【０００９】
　また、画素の大きさが小さくなる場合、薄膜トランジスタのソースまたはドレイン電極
の大きさがコンタクトホールのサイズよりも小さくなり得る。この場合には、アノード電
極がコンタクトホールを通じて露出したソースまたはドレイン電極の上部面にのみ形成さ
れるのではなく、コンタクトホールの床面とソースまたはドレイン電極の側面にも形成さ
れ得る。これにより、アノード電極がコンタクトホールの床面とソースまたはドレイン電
極との間の段差により、ソースまたはドレイン電極の側面でも図１ａ及び図１ｂに示すよ
うに、断線し得る。これにより、画素が発光しない点灯不良が発生し得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１７－１２０７８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、有機発光層の寿命が短くなることを防止することができる発光表示装置及び
その製造方法を提供する。
【００１２】
　また、本発明は、点灯不良を防止することができる発光表示装置及びその製造方法を提
供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一実施例に係る発光表示装置は、複数の画素とコンタクトホールを備え、複数
の画素の各々は、ゲート電極、前記ゲート電極と、重畳するアクティブ層、前記アクティ
ブ層の一側に接続したソース電極、前記アクティブ層の他側に接続したドレイン電極を有
するトランジスタ；第１電極、前記第１電極上に配置された発光層、前記発光層上に配置
された第２電極を有する発光素子を含み、前記コンタクトホールの少なくとも二つの画素
の第１電極が各ソース電極の側面または、各ドレイン電極の側面に電気的に接続する。
【００１４】
　本発明の他の実施例による発光表示装置は、複数の画素とコンタクトホールを備え、前
記複数の画素の各々は、ゲート電極、ソース領域、およびドレイン領域を有するトランジ
スタ；前記ソース領域に接続したソース電極；前記ドレイン領域に接続したドレイン電極
；前記ソース電極と前記ドレイン電極のいずれかに接続した補助電極；および前記補助電
極に接続した発光素子の第１電極を含み、前記コンタクトホールにおいて、前記少なくと
も二つの画素の第1電極は、各補助電極の側面に電気的に接続する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の実施例は、第１電極が共有コンタクトホール内で切断されるように形成するこ
とができる。その結果、本発明の実施例は、互いに隣接する画素それぞれの有機発光素子
の第１電極が共有コンタクトホールを通じて薄膜トランジスタのドレイン電極と電気的に
接続するように形成することができる。したがって、本発明の実施例は、Ｎ個の画素が有
機発光素子の第１電極と薄膜トランジスタのドレイン電極を接続するための共有コンタク
トホールを共有することができる。その結果、本発明の実施例は、共有コンタクトホール
によって発光部の面積が減少することを防止することができ、したがって、発光部の面積
の減少によって有機発光層の寿命が短くなることを防止することができる。
【００１６】
　本発明の実施例は、第１平坦化膜、保護膜、ドレイン金属層、および層間絶縁膜を一括
エッチングして、共有コンタクトホールを形成する。これにより、本発明の実施例は、薄
膜トランジスタのドレイン電極の側面が共有コンタクトホールによって露出するように形



(6) JP 2018-98185 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

成することができる。その結果、本発明の実施例は、薄膜トランジスタのドレイン電極の
サイズがコンタクトホールのサイズよりも小さく形成されることを防止することができる
ので、第１電極がコンタクトホールの床面とドレイン電極との間の段差により、ソースま
たはドレイン電極の側面で断線することを防ぐことができる。したがって、本発明の実施
例は、画素が発光しない点灯不良が発生することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１ａ】有機発光層がコンタクトホール内に形成される場合、コンタクトホールの段差
により、アノード電極とカソード電極が短絡することを示す例示図である。
【図１ｂ】有機発光層がコンタクトホール内に形成される場合、コンタクトホールの段差
により、アノード電極とカソード電極が短絡することを示す例示図である。
【図２】本発明の一実施例による有機発光表示装置を示す斜視図である。
【図３】図2の有機発光表示装置を詳細に示す平面図である。
【図４】本発明の一実施形態による表示領域の画素の一例を詳細に示す平面図である。
【図５】図４のＩ－Ｉ’の一例を示す断面図である。
【図６】図５のＡ領域を拡大して示す拡大断面図である。
【図７】本発明の一実施例による有機発光表示装置の製造方法を示す流れ図である。
【図８ａ】本発明の一実施形態に係る図７の有機発光表示装置の製造方法を説明するため
のＩ－Ｉ’の断面図である。
【図８ｂ】本発明の一実施形態に係る図７の有機発光表示装置の製造方法を説明するため
のＩ－Ｉ’の断面図である。
【図８ｃ】本発明の一実施形態に係る図７の有機発光表示装置の製造方法を説明するため
のＩ－Ｉ’の断面図である。
【図８ｄ】本発明の一実施形態に係る図７の有機発光表示装置の製造方法を説明するため
のＩ－Ｉ’の断面図である。
【図８ｅ】本発明の一実施形態に係る図７の有機発光表示装置の製造方法を説明するため
のＩ－Ｉ’の断面図である。
【図８ｆ】本発明の一実施形態に係る図７の有機発光表示装置の製造方法を説明するため
のＩ－Ｉ’の断面図である。
【図９】本発明の一実施形態による表示領域の画素の別の例を詳細に示す平面図である。
【図１０】図９のII－II’の他の例を示す断面図である。
【図１１】本発明の一実施例による有機発光表示装置の製造方法を示す流れ図である。
【図１２ａ】本発明の一実施形態に係る図１１の有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【図１２ｂ】本発明の一実施形態に係る図１１の有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【図１２ｃ】本発明の一実施形態に係る図１１の有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【図１２ｄ】本発明の一実施形態に係る図１１の有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【図１２ｅ】本発明の一実施形態に係る図１１の有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【図１２ｆ】本発明の一実施形態に係る図１１の有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【図１２ｇ】本発明の一実施形態に係る図１１の有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【図１２ｈ】本発明の一実施形態に係る図１１の有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【図１３ａ】本発明の一実施形態による表示領域の画素の別の例を詳細に示す平面図であ
る。
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【図１３ｂ】本発明の一実施形態による表示領域の画素の別の例を詳細に示す平面図であ
る。
【図１４ａ】本発明の一実施形態による表示領域の画素の別の例を詳細に示す平面図であ
る。
【図１４ｂ】本発明の一実施形態による表示領域の画素の別の例を詳細に示す平面図であ
る。
【図１５ａ】本発明の一実施形態による表示領域の画素の別の例を詳細に示す平面図であ
る。
【図１５ｂ】本発明の一実施形態による表示領域の画素の別の例を詳細に示す平面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　明細書全体にわたって同一の参照番号は、実質的に同一の構成要素を意味する。以下の
説明では、本発明の主要な構成と関連がない場合や、本発明の技術分野で公知された構成
と機能の詳細な説明は省略することができる。本明細書で記述する用語の意味は、次のよ
うに理解されなければならない。
【００１９】
　本発明の利点および特徴、そしてそれらを達成する方法は、添付の図と共に詳細に後述
する実施例を参照すると明確になるだろう。しかし、本発明は、以下で開示する実施例に
限定されるものではなく、異なる多様な形態で具現されるものであり、単に本実施例は、
本発明の開示を完全にし、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に発明の範疇
を完全に知らせるために提供するものであり、本発明は、請求項の記載によってのみ定義
される。
【００２０】
　本発明の実施例を説明するために図で開示された形状、大きさ、比率、角度、数などは
例示的なものなので、本発明は、図に示された事項に限定されるものではない。明細書全
体にわたって同一参照符号は同一の構成要素を指す。また、本発明を説明するにおいて、
関連する公知技術に対する詳細な説明が本発明の要旨を不必要に曖昧にすると判断された
場合、その詳細な説明は省略する。
【００２１】
　本明細書で言及した「備える」、「有する」、「からなる」などが使用されている場合
は、「～だけ」が使用されていない限り、他の部分が追加され得る。構成要素を単数で表
現する場合に特に明示的な記載事項がない限り、複数が含まれる場合を含む。
【００２２】
　構成要素を解釈するに当たり、別途の明示的な記載がなくても誤差の範囲を含むものと
解釈する。
【００２３】
　位置関係の説明である場合には、例えば、「～上に」、「～上部に」、「～下部に」、
「～隣に」など２つの部分の位置関係が説明されている場合は、「すぐに」または「直接
」が使用されていない限り、二つの部分の間に１つ以上の他の部分が位置することもでき
る。
【００２４】
　時間の関係に対する説明である場合には、例えば、「～後に」、「～に続いて」、「～
次に」、「～前に」などで時間的前後関係が説明されている場合は、「すぐに」または「
直接」が使用されていない限り連続していない場合も備え得る。
【００２５】
　第１、第２などがさまざまな構成要素を記述するために使用されるが、これらの構成要
素はこれらの用語によって制限されない。これらの用語は、ただ一つの構成要素を他の構
成要素と区別するために使用されるものである。したがって、以下に記載されている第１
構成要素は、本発明の技術的思想内で第２構成要素であることもある。
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【００２６】
　「Ｘ軸方向」、「Ｙ軸方向」および「Ｚ軸方向」は、互いの関係が垂直方向からなる幾
何学的な関係だけに解釈してはならず、本発明の構成は、機能的に作用することができる
範囲内で、より広い方向性を有することを意味することができる。
【００２７】
　「少なくとも一つ」の用語は、一つ以上の関連項目から提示可能なすべての組み合わせ
を含むものと理解されなければならない。たとえば、「第１項目、第２項目及び第３項目
のうち少なくとも一つ」の意味は、第１項目、第２項目または第３項目のそれぞれのみな
らず、第１項目、第２項目及び第３項目の中で２つ以上から提示することができるすべて
の項目の組み合わせを意味することができる。
【００２８】
　本発明のいくつかの実施例のそれぞれの特徴が部分的または全体的に互いに結合または
組み合わせ可能で、技術的に様々な連動と駆動が可能であり、各実施例が互いに独立して
実施可能であり得、連関関係で一緒に実施することもできる。
【００２９】
　以下、添付の図を参照して、本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。
【００３０】
　図２は、本発明の一実施例による有機発光表示装置を示す斜視図である。図３は図２の
有機発光表示装置を詳細に示す平面図である。
【００３１】
　図２及び図３を参照すると、本発明の一実施形態に係る表示装置１００は、表示パネル
１１０、ゲート駆動部１２０、ソースドライブ集積回路（integrated circuit、以下「Ｉ
Ｃ」と称する）１３０、軟性フィルム１４０、回路基板１５０、およびタイミング制御部
１６０を備える。
【００３２】
　表示パネル１１０は、第１基板１１１と第２基板１１２を含む。第２基板１１２は、封
止基板であり得る。第１基板１１１は、プラスチックフィルム（plastic film）またはガ
ラス基板（glass substrate）であり得る。第２基板１１２は、プラスチックフィルム、
ガラス基板、または封止フィルム（保護フィルム）であり得る。
【００３３】
　第2基板１１２と向き合う第1基板１１１の一面上にゲートライン、データライン、及び
画素が形成される。画素はゲートラインとデータラインの交差構造によって定義される領
域に設けられる。
【００３４】
　画素の各々は、薄膜トランジスタと、第１電極、有機発光層、及び第２電極を備える有
機発光素子を備え得る。画素の各々は、薄膜トランジスタを用いてゲートラインからゲー
ト信号が入力する場合は、データラインのデータ電圧に応じて、有機発光素子に所定の電
流を供給する。これにより、画素それぞれの有機発光素子は、所定の電流に応じて所定の
明るさで発光することができる。画素に対する詳細な説明は、図４及び図８を結びつけて
後述する。
【００３５】
　表示パネル１１０は、図３のように画素が形成されて画像を表示する表示領域（ＤＡ）
と画像を表示しない非表示領域（ＮＤＡ）に区分することができる。表示領域（ＤＡ）に
は、ゲートライン、データライン、及び画素が形成され得る。非表示領域（ＮＤＡ）は、
ゲート駆動部１２０とパッドが形成され得る。
【００３６】
　ゲート駆動部１２０は、タイミング制御部１６０から入力するゲート制御信号に応じて
ゲートラインにゲート信号を供給する。ゲート駆動部１２０は、表示パネル１１０の表示
領域（ＤＡ）の一側または両側の外側の非表示領域（ＤＡ）にＧＩＰ（gate driver in p
anel）方式で形成され得る。また、ゲート駆動部１２０は、駆動チップに製作して軟性フ
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ィルムに実装してＴＡＢ（tape automated bonding）方式で表示パネル１１０の表示領域
（ＤＡ）の一側または両側の外側の非表示領域（ＤＡ）に設けることもできる。
【００３７】
　ソースドライブＩＣ１３０は、タイミング制御部１６０からデジタルビデオデータとソ
ース制御信号が入力する。ソースドライブＩＣ１３０は、ソース制御信号に基づいて、デ
ジタルビデオデータをアナログデータ電圧に変換してデータラインに供給する。ソースド
ライブＩＣ１３０が駆動チップに製作されている場合には、ＣＯＦ（chip on film）また
はＣＯＰ（chip on plastic）方式で軟性フィルム１４０に実装され得る。
【００３８】
　表示パネル１１０の非表示領域（ＮＤＡ）には、データパッドのようなパッドが形成さ
れ得る。軟性フィルム１４０には、パッドとソースドライブＩＣ１３０を接続する配線、
パッドと回路基板１５０の配線を接続する配線が形成され得る。軟性フィルム１４０は、
異方性導電フィルム（antisotropic conducting film）を用いて、パッド上に付着し、こ
れにより、パッドと軟性フィルム１４０の配線が接続し得る。
【００３９】
　回路基板１５０は、軟性フィルム１４０に付着することができる。回路基板１５０は、
駆動チップに実装された多数の回路が実装され得る。例えば、回路基板１５０には、タイ
ミング制御部１６０が実装され得る。回路基板１５０は、プリント回路基板（printed ci
rcuit board）またはフレキシブルプリント回路基板（flexible printed circuit board
）であり得る。
【００４０】
　タイミング制御部１６０は、回路基板１５０のケーブルを通じて外部のシステムボード
からデジタルビデオデータとタイミング信号が入力する。タイミング制御部１６０は、タ
イミング信号に基づいて、ゲート駆動部１２０の動作タイミングを制御するためのゲート
制御信号とソースドライブＩＣ１３０を制御するためのソース制御信号を発生する。タイ
ミング制御部１６０は、ゲート制御信号をゲート駆動部１２０に供給し、ソース制御信号
をソースドライブＩＣ１３０に供給する。
【００４１】
　図4は、表示領域の画素の一例を詳細に示す平面図である。
【００４２】
　図４では説明の便宜のために画素（Ｐ）、有機発光素子の第１電極（ＡＮＤ）、発光部
（ＥＡ）、第１及び第２コンタクトホール（ＣＴ１、ＣＴ２）、および共有コンタクトホ
ール（ＣＴＳ）のみを示した。
【００４３】
　図４を参照すると、画素（Ｐ）のそれぞれは、少なくとも一つの薄膜トランジスタと有
機発光素子を備える。
【００４４】
　薄膜トランジスタは、アクティブ層、アクティブ層と重畳するゲート電極、アクティブ
層の一側に接続するソース電極、およびアクティブ層の他側に接続するドレイン電極を備
え得る。アクティブ層は、ソース領域、ドレイン領域、およびソース領域とドレイン領域
との間に配置されたチャネル領域を含む。従って、ソース電極は、アクティブ層のソース
領域に接続し、ドレイン電極は、アクティブ層のドレイン領域に接続し得る。
【００４５】
　有機発光素子は、アノード電極に対応する第１電極（ＡＮＤ）、有機発光層、及びカソ
ード電極に対応する第２電極を備え得る。発光部（ＥＡ）は、第１電極（ＡＮＤ）、有機
発光層、及び第２電極が順次に積層され、第１電極（ＡＮＤ）からの正孔と第２電極から
の電子が有機発光層で互いに結合して光を発光する領域を示す。隣接する画素（Ｐ）の発
光部（ＥＡ）は、バンクによって区画され得、これにより、バンクは、光を発光しない非
発光部に該当する。
【００４６】
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　第１コンタクトホール（ＣＴ１）は、薄膜トランジスタのドレイン電極をアクティブ層
に接続するために形成されたコンタクトホールであり得る。したがって、薄膜トランジス
タのドレイン電極は、第１コンタクトホール（ＣＴ１）を通じてアクティブ層に接続し得
る。
【００４７】
　第２コンタクトホール（ＣＴ２）は、薄膜トランジスタのソース電極をアクティブ層に
接続するために形成されたコンタクトホールであり得る。したがって、薄膜トランジスタ
のソース電極は、第２コンタクトホール（ＣＴ２）を通じてアクティブ層に接続し得る。
【００４８】
　Ｎ（Ｎは２以上の整数）個の画素（Ｐ）は、図４に示すように共有コンタクトホール（
ＣＴＳ）を共有する。共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、Ｎ個の画素（Ｐ）のそれぞれ
の薄膜トランジスタのドレイン電極を露出するホールである。つまり、Ｎ個の画素（Ｐ）
の薄膜トランジスタのドレイン電極は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を通じて露出し
得る。Ｎ個の画素（Ｐ）のそれぞれの有機発光素子の第１電極（ＡＮＤ）は、共有コンタ
クトホール（ＣＴＳ）により薄膜トランジスタのドレイン電極に接続し得る。
【００４９】
　図４では、「Ｎ＝４」である例を示したが、これに限定されない。例えば、図１３ａお
よび図１４ａに示すように「Ｎ＝２」であり得、図１５ａに示すように「Ｎ＝３」でもあ
り得る。「Ｎ＝２」である場合にも、図１３ａに示すように、第１方向（例えば、ｙ軸方
向）に隣接する画素（Ｐ）が共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有することもあり、図
１４ａに示すように、第１方向（例えば、ｙ軸方向）と交差する第２方向（例えば、ｘ軸
方向）に隣接する画素（Ｐ）が共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有することもできる
。また、「Ｎ＝３」の場合、図１５ａに示すように三角形の形態で隣接する画素（Ｐ）が
、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有することができる。
【００５０】
　以上で説明したように、本発明の実施例は、Ｎ個の画素（Ｐ）が、有機発光素子の第１
電極と薄膜トランジスタのドレイン電極を接続するための共有コンタクトホール（ＣＴＳ
）を共有することができる。その結果、本発明の実施例は、コンタクトホールにより発光
部（ＥＡ）の面積が減少することを防止することができる。したがって、本発明の実施例
は、発光部（ＥＡ）の面積の減少により、有機発光層の寿命が短くなることを防止するこ
とができる。
【００５１】
　一方、図４では、説明の便宜上、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）が薄膜トランジスタ
のドレイン電極を露出する例を示したが、これに限定されない。共有コンタクトホール（
ＣＴＳ）は、薄膜トランジスタのソース電極を露出することもできる。
【００５２】
　図５は、図４のＩ－Ｉ’の一例を示す断面図である。
【００５３】
　図５を参照すると、第２基板１１２と向き合う第１基板１１１の一面上には、バッファ
膜が形成される。バッファ膜は、透湿に脆弱な第１基板１１１を通じて浸透する水分から
薄膜トランジスタ２１０と、有機発光素子２６０を保護するために、第１基板１１１の一
面上に形成される。バッファ膜は、交互して積層された複数の無機膜からなり得る。たと
えば、バッファ膜は、シリコン酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、SiONのいずれ
かひとつ以上の無機膜が交互に積層した多重膜で形成することができる。バッファ膜は省
略することができる。
【００５４】
　バッファ膜上には、薄膜トランジスタ２１０が形成される。図５では、画素（Ｐ）のそ
れぞれの第１電極２６１は、少なくとも一つの薄膜トランジスタのドレイン電極２１４に
接続した例を示したが、これに限定されない。例えば、画素（Ｐ）のそれぞれの第１電極
２６１は、ソース電極２１３に接続することもできる。
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【００５５】
　薄膜トランジスタ２１０は、アクティブ層２１１、ゲート電極２１２、ソース電極２１
３およびドレイン電極２１４を備える。図５は、薄膜トランジスタ２１０のゲート電極２
１２がアクティブ層２１１の上部に位置する上部ゲート（トップゲート、top gate）方式
で形成された例を示したが、これに限定されないことに注意しなければならない。つまり
、薄膜トランジスタ２１０は、ゲート電極２１２がアクティブ層２１１の下部に位置する
下部ゲート（ボトムゲート、bottom gate）方式またはゲート電極２１２がアクティブ層
２１１の上部と下部の両方に位置するダブルゲート（double gate）方式で形成され得る
。
【００５６】
　バッファ膜上には、アクティブ層２１１が形成される。アクティブ層２１１は、シリコ
ン系半導体物質または酸化物系半導体物質で形成することができる。バッファ膜とアクテ
ィブ層２１１との間には、アクティブ層２１１に入射する外部光を遮断するための遮光層
が形成され得る。
【００５７】
　アクティブ層２１１上には、ゲート絶縁膜２２０が形成され得る。ゲート絶縁膜２２０
は、無機膜、例えばシリコン酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、またはそれらの
多重膜で形成することができる。
【００５８】
　ゲート絶縁膜２２０上には、ゲート電極２１２とゲートラインが形成され得る。ゲート
電極２１２とゲートラインは、モリブデン（Mo）、アルミニウム（Al）、クロム（Cr）、
金（Au）、チタニウム（Ti）、ニッケル（Ni）、ネオジム（Nd）および、銅（Cu）のいず
れか一つまたはこれらの合金からなる単一層または複数層で形成され得る。
【００５９】
　ゲート電極２１２とゲートライン上には、層間絶縁膜２３０が形成され得る。層間絶縁
膜２３０は、無機膜、例えばシリコン酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、または
それらの多重膜で形成することができる。ゲート電極２１２は、ゲートラインに接続して
ゲートラインに提供される信号を入力することができる。
【００６０】
　層間絶縁膜２３０上には、ソース電極２１３、ドレイン電極２１４、およびデータライ
ンが形成され得る。ソース電極２１３は、ゲート絶縁膜２２０と層間絶縁膜２３０を貫通
する第２コンタクトホール（ＣＴ２）を通じて、アクティブ層２１１に接続され得る。ド
レイン電極２１４は、ゲート絶縁膜２２０と層間絶縁膜２３０を貫通する第１コンタクト
ホール（ＣＴ１）を通じて、アクティブ層２１１に接続され得る。ソース電極２１３、ド
レイン電極２１４、およびデータラインは、モリブデン（Mo）、アルミニウム（Al）、ク
ロム（Cr）、金（Au）、チタニウム（Ti）、ニッケル（Ni）、ネオジム（Nd）および銅（
Cu）のいずれか、またはこれらの合金からなる単一層または複数層で形成され得る。デー
タラインは、ソース電極２１３に接続され、薄膜トランジスタが、ゲート電極２１２に提
供するゲート信号によってターンオンされる場合、データラインに提供される駆動信号は
、ドレイン電極２１４に提供され得る。
【００６１】
　ソース電極２１３、ドレイン電極２１４、およびデータライン上には、薄膜トランジス
タ２１０を絶縁するための保護膜２４０が形成され得る。保護膜２４０は、無機膜、例え
ばシリコン酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、またはそれらの多重膜で形成する
ことができる。
【００６２】
　保護膜２４０上には、薄膜トランジスタ２１０による段差を平坦にするための第１平坦
化膜２５０が形成され得る。第１平坦化膜２５０は、アクリル樹脂（acryl resin）、エ
ポキシ樹脂（epoxy resin）、フェノール樹脂（phenolic resin）、ポリアミド樹脂（pol
yamide resin）、ポリイミド樹脂（polyimide resin）などの有機膜で形成することがで
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きる。
【００６３】
　第１平坦化膜２５０上には、有機発光素子２６０とバンク２７０が形成される。有機発
光素子２６０は、第１電極２６１、有機発光層２６２、及び第２電極２６３を備える。第
１電極２６１は、アノード電極であり、第２電極２６３は、カソード電極であり得る。
【００６４】
　第１電極２６１は、第１平坦化膜２５０上に形成され得る。第１電極２６１は、保護膜
２４０と、第１平坦化膜２５０を貫通して層間絶縁膜２３０の一部が掘られた共有コンタ
クトホール（ＣＴＳ）を通じて薄膜トランジスタ２１０のドレイン電極２１４の側面に接
続され得る。共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、第１平坦化膜２５０と保護膜２４０を
貫通するホールであり得、層間絶縁膜２３０に部分的に延長され得る。したがって、層間
絶縁膜２３０の一部が共有コンタクトホール（ＣＴＳ）でくぼみがつくられ得る。共有コ
ンタクトホール（ＣＴＳ）は、第１平坦化膜２５０、保護膜２４０、ドレイン電極２１４
、および層間絶縁膜２３０を一括エッチングして形成する。従って、薄膜トランジスタ２
１０のドレイン電極２１４の側面だけが共有コンタクトホール（ＣＴＳ）によって露出し
得、第１電極２６１がドレイン電極２１４の露出した側面に接続するために共有コンタク
トホール（ＣＴＳ）の側面に沿って延長されるので、第１電極２６１は、共有コンタクト
ホール（ＣＴＳ）を通じて薄膜トランジスタ２１０のドレイン電極２１４の露出した側面
に接続され得る。共有コンタクトホール（ＣＴＳ）の形成に対しては、図７のＳ１０３工
程で詳細に説明する。
【００６５】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、図６のように入口（ＥＮＴ）、床面（ＦＬ）、お
よびコンタクト領域（ＣＮＴ）を備え得る。第１電極２６１と薄膜トランジスタ２１０の
ドレイン電極２１４は、入口（ＥＮＴ）と床面（ＦＬ）の間に位置するコンタクト領域（
ＣＮＴ）で互いに接続する。コンタクト領域（ＣＮＴ）で第１電極２６１が薄膜トランジ
スタ２１０のドレイン電極２１４と接続するように形成するために、共有コンタクトホー
ル（ＣＴＳ）は、入口（ＥＮＴ）からコンタクト領域（ＣＮＴ）まで正テーパー形状に傾
斜した側壁を有するように形成され、特に入口（ＥＮＴ）の幅（Ｗ１）は、コンタクト領
域（ＣＮＴ）の幅（Ｗ３）より広く形成され得る。また、画素（Ｐ）の第１電極２６１は
、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で前記画素（Ｐ）と隣接する画素（Ｐ）の第１電極
と切断されなければならない。したがって、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で、第１
電極２６１を、隣接する画素（Ｐ）の第１電極と切断されるように形成するために、共有
コンタクトホール（ＣＴＳ）の床面（ＦＬ）の幅（Ｗ２）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）
の幅（Ｗ３）より広く形成され得る。特にコンタクト領域（ＣＮＴ）から床面（ＦＬ）ま
で逆テーパー形状に傾斜形成したり、コンタクト領域（ＣＮＴ）で薄膜トランジスタ２１
０のドレイン電極２１４の下部面が現れるように、そのような形態で形成することができ
る。たとえば、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、図５に示すように、トランジスタ２
１０のドレイン電極２１４の下部面が現れるように、トランジスタ２１０のドレイン電極
２１４の下に配置された層間絶縁膜２３０が掘られたアンダーカット（under cut）形態
を有することができる。アンダートカットは、第１電極２６１を形成する物質の一部を収
容する空間を提供するので、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で、第１電極２６１は、
切断され得る。
【００６６】
　第１電極２６１は、スパッタリング法（sputtering）、ｅ－ＢＥＡＭ蒸着法、および蒸
発法（Evaporation）などで形成し得る。第１電極２６１を、ステップカバレッジ特性に
優れたスパッタリング法（sputtering）で形成しても、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）
は、コンタクト領域（ＣＮＴ）と床面（ＦＬ）の間で逆テーパー形状または薄膜トランジ
スタ２１０のドレイン電極２１４の下部面が現れるような形態で形成されるので、第１電
極２６１は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で切断するように形成され得る。ステッ
プカバレッジは、所定の蒸着方法により蒸着された膜が、段差が形成された部分でも切断
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されずにつながるように形成されることを指す。しかし、図６のように、第１電極２６１
を形成する工程が、優れたステップカバレッジを有していても、第１電極２６１は、アン
ダーカットのためにコンタクト領域（ＣＮＴ）と床面（ＦＬ）の間で切断され得る。
【００６７】
　また、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）が、コンタクト領域（ＣＮＴ）と床面（ＦＬ）
の間で逆テーパー形状または薄膜トランジスタ２１０のドレイン電極２１４の下部面が現
れるような形態で形成されるので、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）の床面（ＦＬ）には
、第１電極２６１と切断されるようにダミー電極２６１ａを形成し得る。ダミー電極２６
１ａは、図５に示すように共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で層間絶縁膜２３０の側面
の第１部分に接することができる。層間絶縁膜２３０の側面の第２部分は、ダミー電極２
６１ａに接しないことがあり得る。第１電極２６１とダミー電極２６１ａは、同一な工程
で形成されるので、同一物質で形成され得る。従って、ダミー電極２６１ａは、第１電極
２６１を形成する物質の一部であり得、ダミー電極２６１ａは、第１電極と切断している
。例えば、第１電極２６１とダミー電極２６１ａは、透明な金属物質または不透明な金属
物質で形成し得る。透明な金属物質は、ＩＴＯ、ＩＺＯのようなＴＣＯ（Transparent Co
nductive Material）、またはマグネシウム（Mg）、銀（Ag）、またはマグネシウム（Mg
）と銀（Ag）の合金のような半透過金属物質（Semi-transmissive Conductive Material
）であり得る。不透明な金属物質は、アルミニウム（Al）、銀（Ag）、モリブデン（Mo）
、モリブデンとチタンの積層構造（Mo/Ti）、銅（Cu）、アルミニウムとチタンの積層構
造（Ti/Al/Ti）、アルミニウムとＩＴＯの積層構造（ITO/Al/ITO）、ＡＰＣ合金、または
ＡＰＣ合金とＩＴＯの積層構造（ITO/APC/ITO）であり得る。ＡＰＣ合金は、銀（Ag）、
パラジウム（Pd）、および銅（Cu）の合金である。
【００６８】
　バンク２７０は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を満たすように形成し得る。バンク
２７０は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で層間絶縁膜２３０の側面の第２部分に接
することができる。つまり、バンク２７０は、ダミー電極２６１ａの上面とドレイン電極
２１４の下面との間に、層間絶縁膜２３０の側面に接することができる。また、バンク２
７０は、発光部（ＥＡ）を区画するために、第１平坦化膜２５０上で第１電極２６１の端
を覆うように形成し得る。つまり、バンク２７０は、発光部（ＥＡ）を定義する役割をす
る。
【００６９】
　発光部（ＥＡ）のそれぞれは、アノード電極に該当する第１電極２６１、有機発光層２
６２、及びカソード電極に該当する第２電極２６３が順次に積層され、第１電極からの正
孔と第２電極からの電子が有機発光層で互いに結合して発光する領域を示す。この場合に
は、バンク２７０が形成された領域は、光を発光しないので、非発光部と定義することが
できる。
【００７０】
　バンク２７０は、アクリル樹脂（acryl resin）、エポキシ樹脂（epoxy resin）、フェ
ノール樹脂（phenolic resin）、ポリアミド樹脂（polyamide resin）、ポリイミド樹脂
（polyimide resin）などの有機膜で形成することができる。
【００７１】
　第１電極２６１とバンク２７０上には、有機発光層２６２が形成される。有機発光層２
６２は、画素（Ｐ）に共通して形成される共通層であり、白色光を発光する白色発光層で
あり得る。この場合には、有機発光層２６２は、２スタック（stack）以上のタンデム構
造で形成することができる。スタックはそれぞれ、正孔輸送層（hole transporting laye
r）、少なくとも一つの発光層（light emitting layer）、および電子輸送層（electron 
transporting layer）を備え得る。
【００７２】
　また、スタックの間には、電荷生成層を形成し得る。電荷生成層は、下部スタックと隣
接して位置するｎ型電荷生成層とｎ型電荷生成層上に形成され、上部スタックと隣接して
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位置するｐ型電荷生成層を備え得る。ｎ型電荷生成層は、下部スタックに電子（electron
）を注入して、ｐ型電荷生成層は、上部スタックに正孔（hole）を注入する。ｎ型電荷生
成層は、電子輸送能力を有する有機ホスト物質にLi、Na、K、またはCsなどのアルカリ金
属、またはMg、Sr、Ba、またはRaなどのアルカリ土類金属がドープされた有機層であり得
る。ｐ型電荷生成層は、正孔輸送能力を有する有機ホスト物質にドーパントがドープされ
た有機層であり得る。
【００７３】
　図５では、有機発光層２６２が画素（Ｐ）に共通して形成される共通層であり、白色光
を発光する白色発光層である例を示したが、本発明の実施例は、これに限定されない。つ
まり、有機発光層２６２は、画素（Ｐ）ごとに形成することができ、この場合、画素（Ｐ
）は、赤色光を発光する赤色発光層を含む赤色画素、緑色光を発光する緑色発光層を含む
緑色画素、および青色光を発光する青色画素に区分し得る。
【００７４】
　第２電極２６３は、有機発光層２６２上に形成される。第２電極２６３は、画素（Ｐ）
に共通して形成される共通層である。第２電極２６３は、光を透過させることができるＩ
ＴＯ、ＩＺＯのような透明な金属物質（TCO、Transparent Conductive Material）、また
はマグネシウム（Mg）、銀（Ag）、またはマグネシウム（Mg）と銀（Ag）の合金のような
半透過金属物質（Semi-transmissive Conductive Material）で形成し得る。第２電極２
６３が半透過金属物質で形成する場合には、マイクロキャビティ（micro cavity）によっ
て出光効率が高くなり得る。第２電極２６３上にキャップピング層（capping layer）が
形成され得る。
【００７５】
　第２電極２６３上に封止膜２８０が配置される。封止膜２８０は、有機発光層２６２と
第２電極２６３に酸素または水分が浸透することを防止する役割をする。封止膜２８０は
、少なくとも一つの無機膜を備え得る。無機膜は、シリコン窒化物、窒化アルミニウム、
ジルコニウム窒化物、チタン窒化物、ハフニウム窒化物、タンタル窒化物、シリコン酸化
物、アルミニウム酸化物またはチタン酸化物で形成され得る。また、封止膜２８０は、異
物（particles）が無機膜を突き抜けて、有機発光層２６２と第２電極２６３に投入され
ることを防止するために、少なくとも一つの有機膜をさらに備え得る。
【００７６】
　カラーフィルタ３０１、３０２とブラックマトリックス３１０が第２基板１１２上に配
置され、第２基板１１２と封止膜２８０の間に配置され得る。カラーフィルタ３０１、３
０２それぞれは、画素（Ｐ）それぞれに対応するように配置され得る。ブラックマトリッ
クス３１０は、部分的に重畳する隣接カラーフィルタ３０１、３０２間に配置され得、バ
ンク２７０に対応するように配置され得る。
【００７７】
　第２基板１１２のカラーフィルタ３０１、３０２と、第１基板１１１の封止膜２８０は
、接着層２９０を用いて接着することができる。これにより、第１基板１１１および、第
１基板１１１上に形成された構造物は、第２基板１１２および第２基板１１２上に形成さ
れた構造物と合着され得る。接着層２９０は、透明な接着フィルムまたは透明な接着レジ
ンであり得る。第２基板１１２は、プラスチックフィルム、ガラス基板、または封止フィ
ルム（保護フィルム）であり得る。
【００７８】
　以上で説明したように、本発明の実施例は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）が、コン
タクト領域（ＣＮＴ）と床面（ＦＬ）の間で逆テーパー形状または薄膜トランジスタ２１
０のドレイン電極２１４の下部面が現れるような形態で形成されるので、第１電極２６１
は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で切断され得る。その結果、本発明の実施例は、
互いに隣接する画素（Ｐ）のそれぞれの第１電極２６１は、互いに短絡せず、共有コンタ
クトホール（ＣＴＳ）を通じて、各薄膜トランジスタ２１０の各ドレイン電極２１４と電
気的に接続するように形成することができる。したがって、本発明の実施例は、Ｎ個の画
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素（Ｐ）が、有機発光素子の第１電極と薄膜トランジスタのドレイン電極を接続するため
の共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有することができる。その結果、本発明の実施例
は、コンタクトホールにより発光部（ＥＡ）の面積が減少することを防止することができ
、発光部（ＥＡ）の面積の減少によって有機発光層の寿命が短くなることを防止すること
ができる。
【００７９】
　図７は、本発明の一実施例による有機発光表示装置の製造方法を示す流れ図である。図
８ａ～図８ｆは、本発明の一実施例による有機発光表示装置の製造方法を説明するための
Ｉ－Ｉ’の断面図である。
【００８０】
　図８ａ～図８ｆに示した断面図は、前述した図５に示した有機発光表示装置の製造方法
に関するもので、同一の構成に対して同一の符号を付与した。以下では、図７及び図８ａ
～図８ｆを結びつけて、本発明の一実施例による有機発光表示装置の製造方法を詳細に説
明する。
【００８１】
　Ｓ１０１工程で、図８ａのように、薄膜トランジスタ２１０のそれぞれのアクティブ層
２１１、ゲート電極２１２、およびソース電極２１３、およびドレイン金属層２１４ａを
形成し、薄膜トランジスタ２１０を覆う保護膜２４０と、第１平坦化膜２５０を形成する
。
【００８２】
　詳細には、薄膜トランジスタを形成する前に、基板１１０を通じて浸透する水分から保
護するために、第１基板１１１上にバッファ膜を形成することができる。バッファ膜は、
透湿に脆弱な第１基板１１１を通じて浸透する水分から薄膜トランジスタ２１０と、有機
発光素子２６０を保護するためのものであり、交互に積層された複数の無機膜からなり得
る。たとえば、バッファ膜は、シリコン酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、SiON
のいずれかひとつ以上の無機膜が交互に積層された多重膜で形成することができる。バッ
ファ膜は、ＣＶＤ法（Chemical Vapor Deposition）を用いて形成することができる。
【００８３】
　そして、バッファ膜上に薄膜トランジスタのアクティブ層２１１を形成する。詳細には
、スパッタリング法（Sputtering）またはＭＯＣＶＤ法（Metal Organic Chemical Vapor
 Deposition）などを用いて、バッファ膜上全面に、アクティブ金属層を形成することが
できる。そして、フォトレジストパターンを用いたマスク工程でアクティブ金属層をパタ
ーニングして、アクティブ層２１１を形成することができる。アクティブ層２１１は、シ
リコン系半導体物質または酸化物系半導体物質で形成することができる。
【００８４】
　そして、アクティブ層２１１上にゲート絶縁膜２２０を形成する。ゲート絶縁膜２２０
は、無機膜、例えばシリコン酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、またはそれらの
多重膜で形成することができる。
【００８５】
　そして、ゲート絶縁膜２２０上に薄膜トランジスタ２１０のゲート電極２１２を形成す
る。詳細には、スパッタリング法やＭＯＣＶＤ法などを用いて、ゲート絶縁膜２２０上の
全面に第１金属層を形成することができる。次に、フォトレジストパターンを用いたマス
ク工程で、第１金属層をパターニングしてゲート電極２１２を形成することができる。ゲ
ート電極２１２は、モリブデン（Mo）、アルミニウム（Al）、クロム（Cr）、金（Au）、
チタニウム（Ti）、ニッケル（Ni）、ネオジム（Nd）、銅（Cu）のいずれかひとつ、また
はこれらの合金からなる単一層または複数層で形成され得る。
【００８６】
　そして、ゲート電極２１２上に層間絶縁膜２３０を形成する。層間絶縁膜２３０は、無
機膜、例えばシリコン酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、またはそれらの多重膜
で形成することができる。
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【００８７】
　そして、ゲート絶縁膜２２０と層間絶縁膜２３０を貫通して、アクティブ層２１１を露
出するコンタクトホール（ＣＴ１、ＣＴ２）を形成する。
【００８８】
　そして、層間絶縁膜２３０上に薄膜トランジスタ２１０のソース電極２１３とドレイン
金属層２１４ａを形成する。詳細には、スパッタリング法またはＭＯＣＶＤ法などを用い
て、第１及び第２コンタクトホール（ＣＴ１、ＣＴ２）と層間絶縁膜２３０上の全面に第
２金属層を形成することができる。次に、フォトレジストパターンを用いたマスク工程で
、第２金属層をパターニングして、ソース電極２１３とドレイン金属層２１４ａを形成す
ることができる。ソース電極２１３は、ゲート絶縁膜２２０と層間絶縁膜２３０を貫通す
る第２コンタクトホール（ＣＴ２）を通じて、アクティブ層２１１の一側に接続され得る
。ドレイン金属層２１４ａは、ゲート絶縁膜２２０と層間絶縁膜２３０を貫通する第１コ
ンタクトホール（ＣＴ１）を通じて、アクティブ層２１１の他側に接続され得る。ソース
電極２１３とドレイン金属層２１４ａは、モリブデン（Mo）、アルミニウム（Al）、クロ
ム（Cr）、金（Au）、チタニウム（Ti）、ニッケル（Ni）、ネオジム（Nd）、銅（Cu）の
いずれかひとつ、またはこれらの合金からなる単一層または複数層で形成され得る。一方
、図８ａに示すように、互いに隣接する画素（Ｐ）においてドレイン金属層２１４ａは、
互いに接続するように形成することができる。
【００８９】
　そして、薄膜トランジスタ２１０のソース電極２１３とドレイン金属層２１４ａ、およ
び層間絶縁膜２３０上に保護膜２４０を形成する。保護膜２４０は、無機膜、例えばシリ
コン酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、またはそれらの多重膜で形成することが
できる。保護膜２４０は、ＣＶＤ法を用いて形成することができる。
【００９０】
　そして、保護膜２４０上に薄膜トランジスタ２１０による段差を平坦化するための第１
平坦化膜２５０を形成する。第１平坦化膜２５０は、アクリル樹脂（acryl resin）、エ
ポキシ樹脂（epoxy resin）、フェノール樹脂（phenolic resin）、ポリアミド樹脂（pol
yamide resin）、ポリイミド樹脂（polyimide resin）などの有機膜で形成ことができる
。
【００９１】
　Ｓ１０２工程で、図８ｂに示すように、第１平坦化膜２５０上に第１フォトレジストパ
ターン（ＰＲ１）を形成する。第１フォトレジストパターン（ＰＲ１）は共有コンタクト
ホール（ＣＴＳ）を形成する領域を除いた領域に形成され得る。
【００９２】
　Ｓ１０３工程で、図８ｃに示すように、第１フォトレジストパターン（ＰＲ１）によっ
て覆われない第１平坦化膜２５０、保護膜２４０、ドレイン金属層２１４ａ、および層間
絶縁膜２３０を一括エッチングして、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を形成した後、第
１フォトレジストパターン（ＰＲ１）を除去する。
【００９３】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、第１平坦化膜２５０、保護膜２４０、およびドレ
イン金属層２１４ａを貫通する孔である。また、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、層
間絶縁膜２３０に部分的に延長され得る。従って、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）によ
って、層間絶縁膜２３０の一部にくぼみができるように形成する。第１平坦化膜２５０、
保護膜２４０、ドレイン金属層２１４ａ、および層間絶縁膜２３０を一括エッチングして
、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を形成するため、薄膜トランジスタ２１０のドレイン
電極２１４の側面だけが共有コンタクトホール（ＣＴＳ）により露出するようにドレイン
電極２１４のパターンを完成することができる。
【００９４】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、入口（ＥＮＴ）、床面（ＦＬ）、および入口（Ｅ
ＮＴ）と床面（ＦＬ）の間で薄膜トランジスタ２１０のドレイン電極２１４の側面が露出
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したコンタクト領域（ＣＮＴ）を備え得る。第１電極２６１が薄膜トランジスタ２１０の
ドレイン電極２１４と接続するように形成するために、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）
は、入口（ＥＮＴ）からコンタクト領域（ＣＮＴ）まで正テーパー形状に傾斜して形成さ
れ、特に、入口（ＥＮＴ）の幅（Ｗ１）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）の幅（Ｗ２）より
広く形成され得る。また、画素（Ｐ）の第１電極２６１は、共有コンタクトホール（ＣＴ
Ｓ）内で切断され、そうでなければ、前記画素（Ｐ）と隣接する画素（Ｐ）の第１電極と
接続することができる。したがって、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で、第１電極２
６１を切断するように形成するために、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）の床面（ＦＬ）
の幅（Ｗ３）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）の幅（Ｗ２）より広く形成され、特にコンタ
クト領域（ＣＮＴ）から床面（ＦＬ）まで逆テーパー形状に傾斜して形成したり、コンタ
クト領域（ＣＮＴ）で薄膜トランジスタ２１０のドレイン電極２１４の下部面が現われる
ような形態で形成され得る。たとえば、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、図５に示す
ように、トランジスタ２１０のドレイン電極２１４の下部面が現れるように、トランジス
タ２１０のドレイン電極２１４の下に配置された層間絶縁膜２３０が掘られたアンダーカ
ット（under cut）の形態を有することができる。
【００９５】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、ドライエッチング（dry etch）工程を用いて形成
することができる。まず、第１エッチングガスを用いて、第１平坦化膜２５０と保護膜２
４０をエッチングしてドレイン金属層２１４ａを露出する。この場合、第１エッチングガ
スは、第１平坦化膜２５０と保護膜２４０をエッチングするが、ドレイン金属層２１４ａ
のような金属膜をエッチングしないガスであり得る。そして、第２エッチングガスを用い
てドレイン金属層２１４ａをエッチングしてドレイン電極２１４を形成する。この場合、
第２エッチングガスは、ドレイン金属層２１４ａのような金属膜をエッチングして、層間
絶縁膜２３０をエッチングしないガスであり得る。そして、アンダーカットとくぼみが掘
られた部分を形成するために第３エッチングガスを用いて層間絶縁膜２３０をエッチング
して、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を完成することができる。薄膜トランジスタ２１
０のドレイン電極２１４の下部面が現れるように、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を形
成するために、第３エッチングガスは、酸素（O2）または酸素（O2）と四フッ化炭素（CF

4）の混合ガスであり得る。
【００９６】
　Ｓ１０４工程で、図８ｄに示すように、第１平坦化膜２５０と共有コンタクトホール（
ＣＴＳ）の傾斜側面上に第1電極２６１を形成する。
【００９７】
　詳細には、スパッタリング法、ＭＯＣＶＤ法、ｅ－ＢＥＡＭ蒸着法、または蒸発法（Ev
aporation）などを用いて、第1平坦化膜２５０上の全面に第３金属層を形成することがで
きる。そして、フォトレジストパターンを用いたマスク工程で、第３金属層をパターニン
グして第１電極２６１を形成することができる。
【００９８】
　第１電極２６１は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を通じて露出した薄膜トランジス
タ２１０のドレイン電極２１４の側面に接続され得る。第１電極２６１は、薄膜トランジ
スタ２１０のドレイン電極２１４の側面にのみに接続されるので、第１電極２６１とドレ
イン電極２１４のコンタクト抵抗が高くなり得る。したがって、第１電極２６１とドレイ
ン電極２１４のコンタクト抵抗を下げるために、第１電極２６１の厚さとドレイン電極２
１４の厚さは、適切なコンタクト抵抗を提供するために十分な厚さに選択することができ
る。第１電極２６１とドレイン電極２１４のコンタクト抵抗を考慮した第１電極２６１の
厚さとドレイン電極２１４の厚さは、事前実験を通じて予め設定され得る。
【００９９】
　第１電極２６１が、ステップカバレッジ特性に優れたスパッタリング法（sputtering）
で形成されても、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）と床面
（ＦＬ）の間で逆テーパー形状または薄膜トランジスタ２１０のドレイン電極２１４の下
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部面が現れるような形態で形成されるので、第１電極２６１は、共有コンタクトホール（
ＣＴＳ）内で切断され得る。ステップカバレッジは、所定の蒸着方法により蒸着された膜
が、段差が形成された部分でも切れずにつながるように形成されることを指す。
【０１００】
　また、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）の床面（ＦＬ）には、第１電極２６１と切断す
るようにダミー電極２６１ａを形成し得る。第１電極２６１とダミー電極２６１ａは、同
一工程で形成されるので、同一物質で形成され得る。つまり、ダミー電極２６１ａは、共
有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で床面（ＦＬ）上に形成された第３金属層の一部であり
得るが、アンダーカットまたは逆テーパー形状により、第1電極２６１と切断され得る。
【０１０１】
　例えば、第１電極２６１とダミー電極２６１aは、透明な金属物質または不透明な金属
物質で形成され得る。透明な金属物質は、ＩＴＯ、ＩＺＯなどのＴＣＯ（Transparent Co
nductive Material）、またはマグネシウム（Mg）、銀（Ag）、またはマグネシウム（Mg
）と銀（Ag）の合金のような半透過金属物質（Semi-transmissive Conductive Material
）であり得る。不透明な金属物質は、アルミニウム（Al）、銀（Ag）、モリブデン（Mo）
、モリブデンとチタンの積層構造（Mo/Ti）、銅（Cu）、アルミニウムとチタンの積層構
造（Ti/Al/Ti）、アルミニウムとＩＴＯの積層構造（ITO/Al/ITO）、ＡＰＣ合金、または
ＡＰＣ合金とＩＴＯの積層構造（ITO/APC/ITO）であり得る。ＡＰＣ合金は、銀（Ag）、
パラジウム（Pd）、および銅（Cu）の合金である。
【０１０２】
　Ｓ１０５工程で、図８ｅに示すように共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を満たすようバ
ンク２７０を形成する。
【０１０３】
　バンク２７０は、有機発光層２６２が均一に蒸着されるように共有コンタクトホール（
ＣＴＳ）を満たす役割をする。また、バンク２７０は、発光部（ＥＡ）を区画するために
、第１平坦化膜２５０上で第１電極２６１の端を覆うように形成され得る。つまり、バン
ク２７０は、発光部（ＥＡ）を定義する役割をする。
【０１０４】
　バンク２７０は、アクリル樹脂（acryl resin）、エポキシ樹脂（epoxy resin）、フェ
ノール樹脂（phenolic resin）、ポリアミド樹脂（polyamide resin）、ポリイミド樹脂
（polyimide resin）などの有機膜で形成することができる。
【０１０５】
　Ｓ１０６工程で、図８ｆに示すように、第１電極２６１とバンク２７０上に有機発光層
２６２と第２電極２６３を形成する。
【０１０６】
　詳細には、第１電極２６１とバンク２７０上に有機発光層２６２を蒸着工程または溶液
工程で形成する。有機発光層２６２は、画素（Ｐ）に共通して形成される共通層であり得
る。この場合、有機発光層２６２は、白色光を発光する白色発光層で形成することができ
る。
【０１０７】
　有機発光層２６２が白色発光層である場合には、２スタック（stack）以上のタンデム
構造で形成することができる。スタックのそれぞれは、正孔輸送層（hole transporting 
layer）、少なくとも一つの発光層（light emitting layer）、および電子輸送層（elect
ron transporting layer）を備え得る。
【０１０８】
　また、スタックの間には、電荷生成層が形成され得る。電荷生成層は、下部スタックと
隣接して位置するｎ型電荷生成層とｎ型電荷生成層上に形成されて上部スタックと隣接し
て位置するｐ型電荷生成層を備え得る。ｎ型電荷生成層は、下部スタックに電子（electr
on）を注入し、ｐ型電荷生成層は、上部スタックに正孔（hole）を注入する。ｎ型電荷生
成層は、Li、Na、K、またはCsなどのアルカリ金属、またはMg、Sr、Ba、またはRaのよう
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なアルカリ土類金属でドープされた有機層からなり得る。ｐ型電荷生成層は、正孔輸送能
力を有する有機物質にドーパントがドーピングされてなり得る。
【０１０９】
　そして、有機発光層２６２上に第２電極２６３を形成する。第２電極２６３は、画素（
Ｐ）に共通して形成される共通層であり得る。第２電極２６３は、光を透過させることが
できるＩＴＯ、ＩＺＯのような透明な金属物質（TCO、Transparent Conductive Material
）で形成され得る。第２電極２６３が半透過金属物質で形成される場合、マイクロキャビ
ティ（micro cavity）によって出光効率が高くなり得る。第２電極２６３は、スパッタリ
ング法のような物理気相蒸着法 （physics vapor deposition）で形成され得る。第２電
極２６３上にキャップピング層（capping layer）が形成され得る。
【０１１０】
　そして、第２電極２６３上に封止膜２８０を形成する。封止膜２８０は、有機発光層２
６２と第２電極２６３に酸素または水分が浸透することを防止する役割をする。このため
、封止膜２８０は、少なくとも一つの無機膜を備え得る。無機膜は、シリコン窒化物、窒
化アルミニウム、ジルコニウム窒化物、チタン窒化物、ハフニウム窒化物、タンタル窒化
物、シリコン酸化物、アルミニウム酸化物、または酸化チタンで形成され得る。
【０１１１】
　また、封止膜２８０は、少なくとも一つの有機膜をさらに備え得る。有機膜は、異物（
particles）が封止膜２８０を突破し、有機発光層２６２と第2電極２６３に投入されるこ
とを防止するために十分な厚さで形成することができる。
【０１１２】
　そして、カラーフィルタ３０１、３０２とブラックマトリックス３１０が形成された第
２基板１１２を、第１基板１１１に合着する。第２基板１１２のカラーフィルタ３０１、
３０２と、第１基板１１１の封止膜２８０は、接着層２９０を用いて接着することができ
る。接着層２９０は、透明な接着フィルムまたは透明な接着レジンであり得る。（図７の
Ｓ１０６）
【０１１３】
　以上で説明したように、本発明の実施例は、第１平坦化膜２５０、保護膜２４０、ドレ
イン金属層２１４ａ、および層間絶縁膜２３０を一括エッチングして、共有コンタクトホ
ール（ＣＴＳ）を形成する。これにより、本発明の実施例は、薄膜トランジスタ２１０の
ドレイン電極２１４の側面が、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）によって露出するように
形成することができる。その結果、本発明の実施例は、薄膜トランジスタ２１０のドレイ
ン電極２１４のサイズがコンタクトホールのサイズよりも小さく形成されることを防止す
ることができるので、第１電極２６１がコンタクトホールの床面とドレイン電極２１４と
の間の段差により、ソースまたはドレイン電極の側面で断線することを防ぐことができる
。したがって、本発明の実施例は、画素が発光しない点灯不良が発生することを防止する
ことができる。
【０１１４】
　図９は、表示領域の画素の別の例を詳細に示す平面図である。
【０１１５】
　図９は、説明の便宜上、画素（Ｐ）、第１電極（ＡＮＤ）、発光部（ＥＡ）、補助コン
タクトホール（ＣＴ３）、および共有コンタクトホール（ＣＴＳ）のみを示した。
【０１１６】
　図９を参照すると、画素（Ｐ）のそれぞれは、少なくとも一つの薄膜トランジスタと有
機発光素子を備える。
【０１１７】
　薄膜トランジスタは、アクティブ層、アクティブ層と重畳するゲート電極、アクティブ
層の一側に接続するソース電極、およびアクティブ層の他側に接続するドレイン電極を備
え得る。
【０１１８】
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　有機発光素子は、アノード電極に該当する第１電極（ＡＮＤ）、有機発光層、及びカソ
ード電極に該当する第２電極を備え得る。発光部（ＥＡ）は、第１電極（ＡＮＤ）、有機
発光層、及び第２電極が順次に積層され、第１電極（ＡＮＤ）からの正孔と第２電極から
の電子が有機発光層で互いに結合して光を発光する領域を示す。隣接する画素（Ｐ）の発
光部（ＥＡ）は、バンクによって区画され得、これにより、バンクは、光を発光しない非
発光部に該当する。
【０１１９】
　補助コンタクトホール（ＣＴ３）は、薄膜トランジスタのドレイン電極を補助電極に接
続するために形成されたコンタクトホールであり得る。したがって、薄膜トランジスタの
ドレイン電極は、補助コンタクトホール（ＣＴ３）を通じて補助電極に接続され得る。
【０１２０】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、Ｎ（Ｎは２以上の整数）個の画素（Ｐ）それぞれ
のドレイン電極に接続した補助電極を露出するホールであり得る。つまり、Ｎ個の画素（
Ｐ）の補助電極は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を通じて露出し得る。Ｎ個の画素（
Ｐ）それぞれの有機発光素子の第１電極は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）によって補
助電極に接続し得る。つまり、Ｎ個の画素（Ｐ）それぞれの有機発光素子の第１電極は、
共有コンタクトホール（ＣＴＳ）と補助電極を通じて薄膜トランジスタのドレイン電極と
電気的に接続することができる。
【０１２１】
　Ｎ個の画素（Ｐ）は、図９に示すように共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有する。
図９では、「Ｎ＝４」である例を示したが、これに限定されない。例えば、図１３ｂ及び
図１４ｂに示すように「Ｎ＝２」であり得、図１５ａに示すように「Ｎ＝３」でもあり得
る。「Ｎ＝２」である場合にも、図１３ｂに示すように、第１方向（例えば、ｙ軸方向）
に隣接する画素（Ｐ）が共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有することもあり、図１４
ｂに示すように、第１方向（例えば、ｙ軸方向）と交差する第２方向（例えば、ｘ軸方向
）に隣接する画素（Ｐ）が共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有することもできる。ま
た、「Ｎ＝３」の場合、図１５ｂに示すように三角形の形態で隣接する画素（Ｐ）が、共
有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有することができる。
【０１２２】
　以上で説明したように、本発明の実施例は、Ｎ個の画素（Ｐ）が、有機発光素子の第１
電極と薄膜トランジスタのドレイン電極を電気的に接続するための共有コンタクトホール
（ＣＴＳ）を共有することができる。その結果、本発明の実施例は、コンタクトホールに
より発光部（ＥＡ）の面積が減少することを防止することができる。したがって、本発明
の実施例は、発光部（ＥＡ）の面積の減少によって有機発光層の寿命が短くなることを防
止することができる。
【０１２３】
　一方、図９では、説明の便宜上、補助電極が補助コンタクトホール（ＣＴ３）を通じて
薄膜トランジスタのドレイン電極に接続した例を示したが、これに限定されない。つまり
、補助電極は、補助コンタクトホール（ＣＴ３）を通じて薄膜トランジスタのソース電極
に接続させることができる。
【０１２４】
　図１０は、図９のII－II’の他の例を示す断面図である。
【０１２５】
　図１０に示す断面図は、補助電極２６４と第２平坦化膜２５１が追加で形成され、共有
コンタクトホール（ＣＴＳ）を通じて薄膜トランジスタ２１０のソース電極２１３または
ドレイン電極２１４ではない補助電極２６４が露出したことを除いては、図５を結びつけ
て説明したのと実質的に同一である。したがって、図１０に示す第１及び第２基板１１１
、１１２、薄膜トランジスタ２１０のアクティブ層２１１、ゲート電極２１２、ソース電
極２１３、及びドレイン電極２１４、ゲート絶縁膜２２０、層間絶縁膜２３０、保護膜２
４０、及び第１平坦化膜２５０、有機発光層２６２、第２電極２６３、封止膜２８０、接
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着層２９０、カラーフィルタ３０１、３０２、およびブラックマトリックス３１０の詳細
な説明は省略する。
【０１２６】
　図１０を参照すると、保護膜２４０と、第１平坦化膜２５０を貫通して薄膜トランジス
タ２１０のドレイン電極２１４を露出する補助コンタクトホール（ＣＴ３）が形成される
。補助電極２６４は、第１平坦化膜２５０と補助コンタクトホール（ＣＴ３）上に形成さ
れ、補助コンタクトホール（ＣＴ３）を通じて薄膜トランジスタ２１０のドレイン電極２
１４に接続され得る。
【０１２７】
　補助電極２６４は、透明な金属物質または不透明な金属物質で形成され得る。透明な金
属物質はＩＴＯ、ＩＺＯなどのＴＣＯ（Transparent Conductive Material）、またはマ
グネシウム（Mg）、銀（Ag）、またはマグネシウム（Mg）と銀（Ag）の合金のような半透
過金属物質（Semi-transmissive Conductive Material）であり得る。不透明な金属物質
は、アルミニウム（Al）、銀（Ag）、モリブデン（Mo）、モリブデンとチタンの積層構造
（Mo/Ti）、銅（Cu）、アルミニウムとチタンの積層構造（Ti/Al/Ti）、アルミニウムと
ＩＴＯの積層構造（ITO/Al/ITO）、ＡＰＣ合金、またはＡＰＣ合金とＩＴＯの積層構造（
ITO/APC/ITO）であり得る。ＡＰＣ合金は、銀（Ag）、パラジウム（Pd）、および銅（Cu
）の合金である。
【０１２８】
　補助電極２６４の上と補助コンタクトホール（ＣＴ３）内には、第２平坦化膜２５１が
形成される。第２平坦化膜２５１は、補助コンタクトホール（ＣＴ３）を満たすように形
成され得る。第２平坦化膜２５１は、アクリル樹脂（acryl resin）、エポキシ樹脂（epo
xy resin）、フェノール樹脂（phenolic resin）、ポリアミド樹脂（polyamide resin）
、ポリイミド樹脂（polyimide resin）などの有機膜で形成することができる。
【０１２９】
　第１電極２６１は、第２平坦化膜２５１上に形成され得る。第１電極２６１は、共有コ
ンタクトホール（ＣＴＳ）を通じて補助電極２６４の側面に接続され得る。共有コンタク
トホール（ＣＴＳ）は、第２平坦化膜２５１を貫通し、第１平坦化膜２５０に部分的に延
長されたホールであり得る。したがって、第１平坦化膜２５０の一部は、共有コンタクト
ホール（ＣＴＳ）でくぼみが掘られ得る。共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、第２平坦
化膜２５１、補助電極２６４、及び第１平坦化膜２５０を一括エッチングして形成する。
従って、補助電極２６４の側面だけが共有コンタクトホール（ＣＴＳ）によって露出する
ことができ、これにより、第１電極２６１は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を通じて
補助電極２６４の側面に接続することができる。共有コンタクトホール（ＣＴＳ）の形成
については、図１１のＳ２０５工程で詳細に説明する。
【０１３０】
　第１電極２６１は、補助電極２６４の側面にのみに接続するので、第１電極２６１と補
助電極２６４のコンタクト抵抗が高くなり得る。したがって、第１電極２６１と補助電極
２６４のコンタクト抵抗を下げるために、第１電極２６１の厚さと補助電極２６４の厚さ
は、ある程度厚く形成することが好ましい。第１電極２６１と補助電極２６４のコンタク
ト抵抗を考慮した第１電極２６１の厚さと補助電極２６４の厚さは、事前実験を通じて予
め設定され得る。
【０１３１】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、図６のように入口（ＥＮＴ）、床面（ＦＬ）、お
よび入口（ＥＮＴ）と床面（ＦＬ）の間で、第１電極２６１と補助電極２６４が接続する
コンタクト領域（ＣＮＴ）を備え得る。第１電極２６１が補助電極２６４と接続するよう
に形成するために、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、入口（ＥＮＴ）からコンタクト
領域（ＣＮＴ）まで正テーパー形状で傾斜した側壁を有するように形成され、特に入口（
ＥＮＴ）の幅（Ｗ１）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）の幅（Ｗ３）より広く形成され得る
。また、画素（Ｐ）の第１電極２６１が、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で画素（Ｐ
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）と隣接する画素（Ｐ）の第１電極と切断されなければならない。従って、共有コンタク
トホール（ＣＴＳ）内で、第１電極２６１を切断されるようにするために、共有コンタク
トホール（ＣＴＳ）の床面（ＦＬ）の幅（Ｗ２）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）の幅（Ｗ
３）より広く形成され、特にコンタクト領域（ＣＮＴ）から床面（ＦＬ）まで逆テーパー
形状に傾斜して形成したり、コンタクト領域（ＣＮＴ）で補助電極２６４の下部面が現れ
るような形態で形成され得る。たとえば、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、図１０の
ように補助電極２６４の下部面が現れるように補助電極２６４の下に配置された第１平坦
化膜２５０が掘られたアンダーカット（under curt）の形態を有することができる。
【０１３２】
　第１電極２６１は、スパッタリング法（sputtering）、ＭＯＣＶＤ法、ｅ－ＢＥＡＭ蒸
着法、または蒸発法（Evaporation）などで形成され得る。第１電極２６１が、ステップ
カバレッジ特性に優れたスパッタリング法（sputtering）で形成されても、共有コンタク
トホール（ＣＴＳ）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）と床面（ＦＬ）の間で逆テーパー形状
を有するように形成されたり補助電極２６４の下部面が現れるような形態で形成されるの
で、第１電極２６１は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で切断され得る。ステップカ
バレッジは、所定の蒸着方法により蒸着された膜が、段差が形成された部分でも切れずに
つながるように形成されることを指す。
【０１３３】
　また、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）の床面（ＦＬ）には、第１電極２６１と切断さ
れるようにダミー電極２６１ａが形成され得る。第１電極２６１とダミー電極２６１ａは
、同一工程で形成されるので、同一物質で形成され得る。例えば、第１電極２６１とダミ
ー電極２６１ａは、透明な金属物質または不透明な金属物質で形成され得る。透明な金属
物質は、ＩＴＯ、ＩＺＯなどのＴＣＯ（Transparent Conductive Material）、またはマ
グネシウム（Mg）、銀（Ag）、またはマグネシウム（Mg）と銀（Ag）の合金のような半透
過金属物質（Semi-transmissive Conductive Material）であり得る。不透明な金属物質
は、アルミニウム（Al）、銀（Ag）、モリブデン（Mo）、モリブデンとチタンの積層構造
（Mo/Ti）、銅（Cu）、アルミニウムとチタンの積層構造（Ti/Al/Ti）、アルミニウムと
ＩＴＯの積層構造（ITO/Al/ITO）、ＡＰＣ合金、またはＡＰＣ合金とＩＴＯの積層構造（
ITO/APC/ITO）であり得る。ＡＰＣ合金は、銀（Ag）、パラジウム（Pd）、および銅（Cu
）の合金である。
【０１３４】
　バンク２７０は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を満たすように形成され得る。また
、バンク２７０は、発光部（ＥＡ）を区画するための第２平坦化膜２５１上で第１電極２
６１の端を覆うように形成され得る。つまり、バンク２７０は、発光部（ＥＡ）を定義す
る役割をする。
【０１３５】
　以上で説明したように、本発明の実施例は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）が、コン
タクト領域（ＣＮＴ）と床面（ＦＬ）の間で逆テーパー形状または薄膜トランジスタ２１
０のドレイン電極２１４の下部面が現れるような形態で形成されるので、第１電極２６１
は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で切断するように形成され得る。その結果、本発
明の実施例は、互いに隣接する画素（Ｐ）それぞれの有機発光素子２６０の第１電極２６
１が、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を通じて補助電極２６４と接続するように形成す
ることができる。従って、第１電極２６１は、補助電極２６４を通じて薄膜トランジスタ
２１０のドレイン電極２１４と電気的に接続することができる。したがって、本発明の実
施例は、Ｎ個の画素（Ｐ）が、有機発光素子の第１電極と薄膜トランジスタのドレイン電
極を接続するための共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を共有することができる。その結果
、本発明の実施例は、コンタクトホールによって発光部（ＥＡ）の面積が減少することを
防止することができ、発光部（ＥＡ）の面積減少によって有機発光層の寿命が短くなるこ
とを防止することができる。
【０１３６】
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　図１１は、本発明の一実施例による有機発光表示装置の製造方法を示す流れ図である。
図１２ａ～図１２ｈは、本発明の一実施例による有機発光表示装置の製造方法を説明する
ためのIII－III’の断面図である。
【０１３７】
　図１２ａ～図１２ｈに示した断面図は、前述した図１０に示した有機発光表示装置の製
造方法に関するものなので、同一の構成に対しては同一の符号を付与した。以下では、図
１１及び図１２ａ～図１２ｈを結びつけて、本発明の一実施例による有機発光表示装置の
製造方法を詳細に説明する。
【０１３８】
　Ｓ２０１工程で、図１２ａに示すように、薄膜トランジスタ２１０それぞれのアクティ
ブ層２１１、ゲート電極２１２、ソース電極２１３、及びドレイン電極２１４を形成し、
薄膜トランジスタ２１０を覆う保護膜２４０と、第１平坦化膜２５０を形成する。
【０１３９】
　薄膜トランジスタ２１０それぞれのアクティブ層２１１とゲート電極２１２、ゲート絶
縁膜２２０、および層間絶縁膜２３０を形成する方法は、図８ａを結びつけて説明した図
７のＳ１０１ステップと実質的に同一なので省略する。
【０１４０】
　層間絶縁膜２３０上に薄膜トランジスタ２１０のソース電極２１３とドレイン電極２１
４を形成する。詳細には、スパッタリング法またはＭＯＣＶＤ法などを用いて層間絶縁膜
２３０上の全面に第２金属層を形成することができる。次に、フォトレジストパターンを
用いたマスク工程で、第２金属層をパターニングして、ソース電極２１３とドレイン電極
２１４を形成することができる。ソース電極２１３は、ゲート絶縁膜２２０と層間絶縁膜
２３０を貫通する第２コンタクトホールを通じて、アクティブ層２１１の一側に接続され
得る。ドレイン電極２１４は、ゲート絶縁膜２２０と層間絶縁膜２３０を貫通する第１コ
ンタクトホールを通じて、アクティブ層２１１の他側に接続され得る。ソース電極２１３
とドレイン電極２１４は、モリブデン（Mo）、アルミニウム（Al）、クロム（Cr）、金（
Au）、チタニウム（Ti）、ニッケル（Ni）、ネオジム（Nd）、銅（Cu）のいずれか、また
はこれらの合金からなる単一層または複数層で形成され得る。
【０１４１】
　そして、薄膜トランジスタ２１０のソース電極２１３とドレイン電極２１４、および層
間絶縁膜２３０上に保護膜２４０を形成する。保護膜２４０は、無機膜、例えばシリコン
酸化膜（SiOx）、シリコン窒化膜（SiNx）、またはそれらの多重膜で形成することができ
る。保護膜２４０は、ＣＶＤ法を用いて形成することができる。
【０１４２】
　そして、保護膜２４０上に薄膜トランジスタ２１０に起因する段差を平坦化するための
第１平坦化膜２５０を形成する。第１平坦化膜２５０は、アクリル樹脂（acryl resin）
、エポキシ樹脂（epoxy resin）、フェノール樹脂（phenolic resin）、ポリアミド樹脂
（polyamide resin）、ポリイミド樹脂（polyimide resin）などの有機膜で形成ことがで
きる。
【０１４３】
　Ｓ２０２工程で、図１２ｂに示すように、第１平坦化膜２５０上に第２フォトレジスト
パターン（ＰＲ２）を形成する。第２フォトレジストパターン（ＰＲ２）は補助コンタク
トホール（ＣＴ３）を形成する領域を除いた領域に形成され得る。
【０１４４】
　Ｓ２０３工程で、図１２ｃに示すように、第２フォトレジストパターン（ＰＲ２）によ
って覆われていない第１平坦化膜２５０をエッチングして薄膜トランジスタ２１０それぞ
れのドレイン電極２１４を露出する補助コンタクトホール（ＣＴ３）を形成した後、第２
フォトレジストパターン（ＰＲ２）を除去する。（図１１のＳ２０３）
【０１４５】
　Ｓ２０４工程で、図１２ｄに示すように、第１平坦化膜２５０上と補助コンタクトホー
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ル（ＣＴ３）内で補助金属層２６４’を形成する。補助金属層２６４’は、補助コンタク
トホール（ＣＴ３）で薄膜トランジスタ２１０それぞれの露出したドレイン電極２１４に
接続され得る。
【０１４６】
　補助金属層２６４’は、透明な金属物質または不透明な金属物質で形成され得る。透明
な金属物質は、ＩＴＯ、ＩＺＯなどのＴＣＯ（Transparent Conductive Material）、ま
たはマグネシウム（Mg）、銀（Ag）、またはマグネシウム（Mg）と銀（Ag）の合金のよう
な半透過金属物質（Semi-transmissive Conductive Material）であり得る。不透明な金
属物質は、アルミニウム（Al）、銀（Ag）、モリブデン（Mo）、モリブデンとチタンの積
層構造（Mo/Ti）、銅（Cu）、アルミニウムとチタンの積層構造（Ti/Al/Ti）、アルミニ
ウムとＩＴＯの積層構造（ITO/Al/ITO）、ＡＰＣ合金、またはＡＰＣ合金とＩＴＯの積層
構造（ITO/APC/ITO）であり得る。ＡＰＣ合金は、銀（Ag）、パラジウム（Pd）、および
銅（Cu）の合金である。
【０１４７】
　そして、補助金属層２６４’上に第２平坦化膜２５１を形成する。第２平坦化膜２５１
は、アクリル樹脂（acryl resin）、エポキシ樹脂（epoxy resin）、フェノール樹脂（ph
enolic resin）、ポリアミド樹脂（polyamide resin）、ポリイミド樹脂（polyimide res
in）などの有機膜で形成ことができる。
【０１４８】
　そして、第２平坦化膜２５１上に第３フォトレジストパターン（ＰＲ３）を形成する。
第３フォトレジストパターン（ＰＲ３）は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を形成する
領域を除いた領域に形成され得る。
【０１４９】
　Ｓ２０５工程で、図１２ｅに示すように、第３フォトレジストパターン（ＰＲ３）によ
って覆われない第２平坦化膜２５１、補助金属層２６４’、及び第１平坦化膜２５０を一
括エッチングして共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を形成した後、第３フォトレジストパ
ターン（ＰＲ３）を除去する。
【０１５０】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、第２平坦化膜２５１と補助金属層２６４’を貫通
する孔であり、第１平坦化膜２５０に部分的に延長される。従って、共有コンタクトホー
ル（ＣＴＳ）によって、第１平坦化膜２５０の一部がくぼむように掘って形成される。第
２平坦化膜２５１、補助金属層２６４’、及び第１平坦化膜２５０を一括エッチングして
、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を形成するため、補助電極２６４の側面だけが共有コ
ンタクトホール（ＣＴＳ）によって露出するように補助電極２６４のパターンを完成し得
る。
【０１５１】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、入口（ＥＮＴ）、床面（ＦＬ）、および入口（Ｅ
ＮＴ）と床面（ＦＬ）の間で補助電極２６４の側面が露出したコンタクト領域（ＣＮＴ）
を備え得る。第１電極２６１が薄膜トランジスタ２１０のドレイン電極２１４と接続する
ように形成するために、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、入口（ＥＮＴ）からコンタ
クト領域（ＣＮＴ）まで正テーパー形状に傾斜形成され、特に、入口（ＥＮＴ）の幅（Ｗ
１）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）の幅（Ｗ３）より広く形成され得る。また、画素（Ｐ
）の第１電極２６１は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）上で切断されなければならず、
そうでない場合は、前記画素（Ｐ）と隣接する画素（Ｐ）の第１電極が接続し得る。した
がって、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で、第１電極２６１が切断されるようにする
ため、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）の床面（ＦＬ）の幅（Ｗ２）は、コンタクト領域
（ＣＮＴ）の幅（Ｗ３）より広く形成し、特にコンタクト領域（ＣＮＴ）から床面（ＦＬ
）まで逆テーパー形状に傾斜するように形成したり、コンタクト領域（ＣＮＴ）で補助電
極２６４の下部面が現れるような形態で形成し得る。たとえば、共有コンタクトホール（
ＣＴＳ）は、図１０のように補助電極２６４の下部面が現れるように補助電極２６４の下
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に配置された第１平坦化膜２５０が掘られたアンダーカット（under cut ）の形態を有す
ることができる。
【０１５２】
　共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、ドライエッチング（dry etch）工程を用いて形成
することができる。まず、第１エッチングガスを用いて、第２平坦化膜２５１をエッチン
グして、補助金属層２６４’を露出する。この場合、第１エッチングガスは、第２平坦化
膜２５１をエッチングするが、補助金属層２６４’のような金属膜をエッチングしないガ
スであり得る。そして、第２エッチングガスを用いて補助金属層２６４’をエッチングし
て補助電極２６４を形成する。この場合、第２エッチングガスは、補助金属層２６４’の
ような金属膜をエッチングして、第１平坦化膜２５０をエッチングしないガスであり得る
。そして、アンダーカットとくぼむように掘られた部分を形成するために第３エッチング
ガスを用いて、第１平坦化膜２５０をエッチングして、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）
を完成することができる。（図１１のＳ２０５）
【０１５３】
　Ｓ２０６工程で、図１２ｆに示すように、第２平坦化膜２５１と共有コンタクトホール
（ＣＴＳ）の傾斜面上に第１電極２６１を形成する。
【０１５４】
　詳細には、スパッタリング法、ＭＯＣＶＤ法、ｅ－ＢＥＡＭ蒸着法、または蒸発法（Ev
aporation）などを用いて、第２平坦化膜２５１上の全面に第３金属層を形成することが
できる。そして、フォトレジストパターンを用いたマスク工程で、第３金属層をパターニ
ングして第１電極２６１を形成することができる。
【０１５５】
　第１電極２６１は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を通じて露出した補助電極２６４
の側面に接続され得る。第１電極２６１は、補助電極２６４の側面にのみに接続するので
、第１電極２６１と補助電極２６４のコンタクト抵抗が高くなり得る。したがって、第１
電極２６１と補助電極２６４のコンタクト抵抗を下げるために、第１電極２６１の厚さと
補助電極２６４の厚さは、適切なコンタクト抵抗を提供するために十分な厚さに選択する
ことができる。第１電極２６１と補助電極２６４のコンタクト抵抗を考慮した第１電極２
６１の厚さと補助電極２６４の厚さは、事前実験を通じて予め設定され得る。
【０１５６】
　第１電極２６１を、ステップカバレッジ特性に優れたスパッタリング法（sputtering）
で形成しても、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）は、コンタクト領域（ＣＮＴ）と床面（
ＦＬ）の間で逆テーパー形状または補助電極２６４の下部面が現れるような形態で形成さ
れるので、第１電極２６１は、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）内で切断され得る。ステ
ップカバレッジは、所定の蒸着方法により蒸着された膜の段差が形成された部分でも切れ
ずにつながるように形成されることを指す。
【０１５７】
　また、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）の床面（ＦＬ）には、第１電極２６１と切断さ
れるようにダミー電極２６１ａを形成し得る。第１電極２６１とダミー電極２６１ａは、
同一工程で形成できるので、同一物質で形成され得る。第１電極２６１とダミー電極２６
１ａは、透明な金属物質または不透明な金属物質で形成され得る。透明な金属物質は、Ｉ
ＴＯ、ＩＺＯなどのＴＣＯ（Transparent Conductive Material）、またはマグネシウム
（Mg）、銀（Ag）、またはマグネシウム（Mg）と銀（Ag）の合金のような半透過金属物質
（Semi-transmissive Conductive Material）であり得る。不透明な金属物質は、アルミ
ニウム（Al）、銀（Ag）、モリブデン（Mo）、モリブデンとチタンの積層構造（Mo/Ti）
、銅（Cu）、アルミニウムとチタンの積層構造（Ti/Al/Ti）、アルミニウムとＩＴＯの積
層構造（ITO/Al/ITO）、ＡＰＣ合金、またはＡＰＣ合金とＩＴＯの積層構造（ITO/APC/IT
O）であり得る。ＡＰＣ合金は、銀（Ag）、パラジウム（Pd）、および銅（Cu）の合金で
ある。（図１１のＳ２０６）
【０１５８】
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　Ｓ２０７工程で、図１２ｇに示すように共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を満たすよう
バンク２７０を形成する。
【０１５９】
　バンク２７０は、有機発光層２６２が均一に蒸着されるように共有コンタクトホール（
ＣＴＳ）を満たす役割をする。また、バンク２７０は、発光部（ＥＡ）を区画するための
第２平坦化膜２５１上で第１電極２６１の端を覆うように形成され得る。つまり、バンク
２７０は、発光部（ＥＡ）を定義する役割をする。
【０１６０】
　バンク２７０は、アクリル樹脂（acryl resin）、エポキシ樹脂（epoxy resin）、フェ
ノール樹脂（phenolic resin）、ポリアミド樹脂（polyamide resin）、ポリイミド樹脂
（polyimide resin）などの有機膜で形成することができる。（図１１のＳ２０７）
【０１６１】
　Ｓ２０８工程で、図１２ｈに示すように、第１電極２６１とバンク２７０上に有機発光
層２６２と第2電極２６３を形成する。
【０１６２】
　図１２のＳ２０８工程の有機発光層２６２と第２電極２６３を形成する工程は、図６の
Ｓ１０６工程と実質的に同一である。したがって、図１２のＳ２０８工程の有機発光層２
６２と第２電極２６３を形成する工程の詳細な説明は省略する。
【０１６３】
　以上で説明したように、本発明の実施例は、第２平坦化膜２５１、補助金属層２６４’
、及び第１平坦化膜２５０を一括エッチングして、共有コンタクトホール（ＣＴＳ）を形
成する。これにより、本発明の実施例は、補助電極２６４の側面が共有コンタクトホール
（ＣＴＳ）で露出するように形成することができる。その結果、本発明の実施例は、薄膜
トランジスタ２１０のドレイン電極２１４のサイズがコンタクトホールのサイズよりも小
さく形成されることを防止することができるので、第１電極２６１がコンタクトホールの
床面とドレイン電極２１４との間の段差により、ソースまたはドレイン電極の側面で断線
することを防ぐことができる。したがって、本発明の実施例は、画素が発光しない点灯不
良が発生することを防止することができる。
【０１６４】
　以上、添付の図を参照して、本発明の実施例をさらに詳細に説明したが、本発明は、必
ずしもこのような実施例に限定されるものではなく、本発明の技術思想を逸脱しない範囲
内で多様に変形実施することができる。したがって、本発明に開示された実施例は、本発
明の技術思想を限定するためのものではなく説明するためのものであり、このような実施
例により、本発明の技術思想の範囲が限定されるものではない。従って、以上で記述した
実施例は、すべての面で例示的なものであり限定的ではないと理解されなければならない
。本発明の保護範囲は、特許請求の範囲によって解釈されなければならず、それと同等の
範囲内にあるすべての技術思想は、本発明の権利範囲に含まれるものと解釈されなければ
ならない。
【符号の説明】
【０１６５】
　１００：有機発光表示装置
　１１０：表示パネル
　１１１：下部基板
　１１２：上部基板
　１２０：ゲート駆動部
　１３０：ソースドライブＩＣ
　１４０：軟性フィルム
　１５０：回路基板
　１６０：タイミング制御部
　２１０：薄膜トランジスタ
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　２１１：アクティブ層
　２１２：ゲート電極
　２１３：ソース電極
　２１４：ドレイン電極
　２２０：ゲート絶縁膜
　２３０：層間絶縁膜
　２４０：保護膜
　２５０：第１平坦化膜
　２５１：第２平坦化膜
　２６０：有機発光素子
　２６１：第１電極
　２６２：有機発光層
　２６３：第２電極
　２６４：補助電極
　２７０：バンク
　２８０：封止膜
　２９０：接着層
　３０１、３０２：カラーフィルタ
　３１０：ブラックマトリックス

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図３】
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